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【はじめに】逆ペロブスカイト型マンガン窒化物Mn3ANは Aサイトに置換する元素によって負

熱膨張、低抵抗温度係数など、多彩な物性を示すことから新しい機能性材料として注目されてい

る[1]。中でもMn3CuNは、0.2%にも及ぶ磁歪を発現することから、アクチュエータや磁気センサ

への応用が期待される。我々はこの系の単結晶薄膜の作製に成功し、その電気・磁気特性につい

て報告した[2]。今回、近年注目されている電気二重層トランジスタ(EDLT)を用いて静電的キャリ

ア注入を行い、Mn3CuN薄膜の輸送特性の電界制御について調べたので報告する。 

【手法】薄膜作製は強磁場スパッタ法による反応性スパッタで行ない、成膜後にアニール処理を

行なった。強磁場スパッタ法は、磁場発生源に超伝導体を用いることで、通常のマグネトロンス

パッタ法と比較して約 20 倍もの有効磁場を実現する手法である[3]。そのためプラズマ活性とな

り、反応性スパッタに有効であると期待される。作製した薄膜を用いて EDLT素子を作製した。 

【結果】今回、成膜条件を最適化することで、膜厚 10 nmでも結晶性の高い薄膜が得られた。そ

の X線回折の結果を Fig. 1に示す。Fig. 2に、この薄膜を用いて作製した EDLT素子にゲート電

圧を印加する前と、-3.5 V印加した時の抵抗の温度依存性を示す。本試料は 180 K付近において

構造相転移を示し、それに伴って抵抗率が急峻に上昇する。負のゲート電圧印加はホールをドー

プすることに対応するが、-3.5 Vのゲート電圧印加により、転移点より高温域において 5 % 程度

の抵抗率の減少が誘起された。また、転移点がわずかながら低温側にシフトすることも分かっ

た。講演では、我々のこれまでの研究で得られた電子描像に基づき、これらの振る舞いについて

考察する。 

  

Fig. 1  /2 - scan of a Mn3CuN thin film. Fig. 2 Temperature dependence of resistivity 

at VG = 0 and -3.5 V. 
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